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序） 金属ナノ粒子は、光照射により増強電場

を発生するなど、塊状の金属とは異なる性質を

示すことが知られている。この性質を電子デバ

イスに応用することを目的として、銀ナノ粒子

と n 形有機半導体として知られるキナクリド

ンからなる複合フィルムを作製したところ、印

加電圧の上昇に伴って電流が低下する負性抵

抗を見出した。負性抵抗を示す代表的な素子は

トンネルダイオードや自己組織化単分子膜

（SAM）1)であるが、最近、積層薄膜系 2)にお

いても観測されている。 

本研究では、我々が見出した単層膜の負性抵

抗メカニズムを解明するため、電流－電圧

（J-V）特性を詳細に検討した。 

 

実験） N, N-ジメチルアセトアミド(DMA)、

硝酸銀、トリエチルアミン、ポリビニルピロリ

ドン(PVP)の混合液を加熱撹拌し、得られた銀

ナノ粒子を遠心分離により単離・精製した。そ

れをキナクリドン、PVP、DMA と混合し、ITO

ガラス上にスピンコートした。その上に金電極

を蒸着し、銀ナノ粒子(1%)-キナクリドン複合

フィルムを作製した。ソースメータを用いて、

フィルムの J-V 特性を測定した(Fig. 1)。 

 

 

Fig. 1  Cell structure 

結果・考察） Fig.2 に、作製したフィルムの

J-V 特性を示す。－20V から＋20Vまで電圧を

掃引すると、＋13V付近から負性抵抗が現れる。

掃引電圧範囲を広げると、掃引開始電圧が負側

に大きい程、負性抵抗の出現電圧が高電圧側に

シフトする。すなわち、この系は掃引開始時の

電圧を記憶する効果がある。 

これは、掃引開始時に印加された負電圧によ

り銀ナノ粒子に電荷が蓄積され、フィルム内に

空間電荷が形成されるためと考えることがで

きる。負側から印加電圧を増して行き、正の電

圧が印加されるようになっても、この空間電荷

により電極からの電荷注入が妨げられる結果、

最初の負電圧が大きい程、負性抵抗に転じる電

圧が高くなると理解できる。発表ではこの負性

抵抗の発現メカニズムについて議論する。 

 

Fig. 2  J-V characteristics for the hybrid film 
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